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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a composite structure comprising a useful layer of monocrystalline
silicon carbide placed on a polycrystalline silicon carbide carrier substrate, the method comprising: (a) a step of providing an initial
substrate made of polycrystalline silicon carbide, having a front face and comprising grains the average size of which, in the plane of said
front face, is greater than 0.5 pum; (b) a step of forming a polycrystalline silicon carbide surface layer on the initial substrate, so as to form
the carrier substrate, the surface layer consisting of grains having an average size of less than 500 nm and having a thickness of between
50 nm and 50 pm; (c) a step of preparing a free surface of the surface layer of the carrier substrate so as to obtain a roughness of less than
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1 nm RMS; (d) a step of transferring the useful layer onto the carrier substrate, by applying molecular adhesion bonding, the surface
layer being located between the useful layer and the initial substrate. The invention further relates to the polycrystalline silicon carbide
carrier substrate and to the composite structure comprising a monocrystalline silicon carbide useful layer placed on a carrier substrate.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure composite comprenant une couche utile en carbure de
silicium monocristallin disposée sur un substrat support en carbure de silicium poly-cristallin, le procédé comprenant : a) une étape de
fourniture d'un substrat initial (en carbure de silicium poly-cristallin, présentant une face avant et comportant des grains dont la taille
moyenne, dans le plan de ladite face avant, est supérieure a 0,5um; b) une étape de formation d'une couche superficielle en carbure
de silicium poly-cristallin, sur le substrat initial, pour former le substrat suppott, la couche superficielle étant constituée de grains dont
la taille moyenne est inférieure a 500nm et présentant une épaisseur comprise entre 50nm et 50pm; ¢) une étape de préparation d'une
surface libre de la couche superficielle du substrat support pour obtenir une rugosité inférieure a 1nm RMS; d) une étape de transfert
de la couche utile sur le substrat support, basée sur un collage par adhésion moléculaire, la couche superficielle se trouvant disposée
entre la couche utile et le substrat initial. L'invention concerne en outre le substrat support en carbure de silicium poly-cristallin, et la
structure composite comprenant une couche utile en carbure de silicium monocristallin disposée sur un substrat support.



